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【はじめに】アモルファス In-Ga-Zn-O (a-IGZO) に代表されるアモルファス酸化物半導体は、10 
cm2/Vs を超える移動度をもつ薄膜トランジスタを室温で容易に作製できる[1]。薄膜トランジスタ

以外の半導体デバイスへの応用も期待されており、a-IGZO を用いたショットキーバリアダイオー

ドは理想因子 n ~ 1.04 の良好なデバイスを低温作製できるといったことも報告されている[2]。し

かし、これまで報告されてきた a-IGZO と貴金属の接合を利用したショットキーデバイスは降伏電

圧が 16 V 程度と低い。そこで近年我々が開発した、より大きいバンドギャップを持つアモルファ

ス酸化ガリウム(a-GO)に着目した[3]。本研究では、a-GO
を用いてショットキーバリアダイオードを作製し、I-V 特

性・逆バイアス耐圧や光応答の評価を行った。 
 
【実験方法】 図 1 にショットキーバリアダイオードの構

造を示す。まずガラス基板に下部電極として Pt を蒸着し

た。その後良好なショットキー接合を得るために UV オ

ゾン処理を行った。その後 PLD 法によって 100 nm およ

び 1000 nm の a-GO を成膜し、続いて金属マスクを通して

Sn ドープ In2O3(ITO)を成膜し、上部電極とした。a-GO
の製膜条件は事前に最適化し、5 cm2/Vs 程度の良好な

電気特性を示す条件を用いた。 
 
【結果】作製した a-GO ショットキーバリアダイオー

ドの I-V 特性を図 2 に示す。1000 nm の a-GO ショット

キーバリアダイオードは－20V をかけてもデバイス破

壊が起こらず繰り返し測定を行っても同じ I-V カーブ

を示し、安定して動作することが確認された。一方、

図３に示すように光照射を行うことで電流値の急増が

観測され、-12 V において 4 桁以上の電流増幅が見られ

た。また光照射を終えた後は元の I-V カーブに戻るこ

とも同時に確認された。当日は、照射光の波長依存性

や量子効率等の詳細な報告・議論を行う。 
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図 1 作製した a-GO ショットキーバリ
アダイオードのデバイス構造 
  

 
図 2 a-GO ショットキーバリアダイオ
ードの I-V 特性 

 
図 3 a-GO ショットキーバリアダイオ
ードの光応答特性 
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